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Introducéo

A optoeletrdnica e a microeletrénica sdo areas em pleno desenvolvimento, e que estdo sendo
alvo de grandes investimentos. Podemos destacar a sua utilizacdo para fins militares, de
seguranga, saude e telecomunicacbes. A tendéncia é cada vez mais reduzir o tamanho e a
poténcia dos dispositivos. Sendo assim, minimizar a resisténcia dos contatos, é algo essencial
para 0 avanco e sucesso das pesquisas nessas areas.

O contato metal-semicondutor é claramente um componente de qualquer dispositivo
semicondutor. Também se sabe que estes contatos ndo possuem uma resisténcia tdo baixa
quanto a de dois metais conectados. A escolha apropriada dos materiais pode ser responsavel
pela obtencdo de um contato 6hmico de baixa resisténcia. Entretanto, para diferentes
semicondutores existem diferentes metalizacbes, e ndo apenas o metal influencia na
resisténcia do contato; mas também a interface entre o primeiro metal depositado e o
semicondutor, a espessura de cada camada e a sobreposicédo entre elas.

Objetivos

Minimizar a resisténcia entre as juncGes metal-semicondutor, buscando diferentes
metalizacdes, alterando os metais, sua espessura e as condi¢cdes da deposicao.

Metodologia

Para determinar a resisténcia, utilizamos o TLM (Transmission Line Method). [1] [2]

Primeiro, apds o crescimento da amostra, faz-se uma limpeza da mesma, a fim de retirar
qualquer particula ou impureza, como também gordura. Essa limpeza consiste em mergulhar a
amostra em trés recipientes contendo tricloroetileno, depois acetona e depois alcool
isopropilico, todos ligeiramente aquecidos. Apos a limpeza, passamos a etapa da metalizacéo.

Antes de depositar 0 metal sobre a amostra, precisamos determinar onde queremos
metal e onde ndo queremos, precisamos delimitar os contatos sobre o semicondutor. Fazemos
isso através de um processo chamado litografia, que consiste em imprimir um padrdo com
uma resina foto sensivel sobre o semicondutor. Para isso utilizamos uma méscara de vidro,
com o padréo desejado impresso nela de forma transparente e o resto da mascara de forma
opaca. Sendo assim a luz s6 atravessa o vidro nos lugares onde futuramente haverd um
contato. Expomos o conjunto mascara-amostra a radiacdo ultra-violeta, sensibilizando a resina
onde queremos 0s contatos, e depois retiramos a resina sensibilizada através de uma solugéo
reveladora. Toda a amostra esta coberta pela resina, a ndo ser os futuros contatos.

Colocamos entdo a amostra dentro da metalizadora (ou evaporadora). Dentro dela, ha
um cadinho com um dos metais que utilizamos para metalizar toda a superficie da amostra.
No LabSem, atualmente utilizamos Ti, Au, Ni ou Ge. E importante ressaltar que 0s contatos
néo se tratam de uma liga feita com esses metais, mais sim de camadas sobrepostas de cada
um deles [3]. A espessura final de todas as camadas é da ordem de 230nm. Através de um



Centro de Estudos em Telecomunicacdes

feixe de elétrons, evaporamos o metal de forma que ele seja depositado sobre toda a amostra.
Controlando o tempo de exposicdo da amostra a essa evaporagao, controlamos a espessura de
cada camada. ApOs isso, colocamos a amostra em acetona, que retira a resina e o metal
depositado sobre ela, restando entdo apenas 0s contatos metalicos.

Apo6s a metalizagdo podemos também submeter a amostra a um tratamento térmico, que
consiste em aquecer a amostra a uma temperatura de 400 °C por alguns segundos, para
difundir melhor o metal sobre o0 semicondutor, reduzindo assim a resisténcia final do contato.

Depois de metalizado, precisamos fixar o semicondutor num dispositivo, que contém o0s
contatos para realizarmos as medidas necessarias para a determinacgdo da resisténcia. Primeiro
colamos o semicondutor no dispositivo. Comegamos entdo o processo de soldagem entre os
contatos metalicos do semicondutor e os contatos do dispositivo. Na verdade, é um processo
de micro soldagem, visto que os contatos sdo quadrados com uma é&rea de 10*pum2.

Apds a soldagem, realizamos as medicOes para determinar a resisténcia dos contatos.
Os contatos sdo quadrados de 100pum por 100um. Esses quadrados tem um espagamento
crescente entre eles, que varia de Spm até 40 um, aumentando de 5 em Sum. Medimos entdo a
resisténcia entre os contatos adjacentes e plotamos em um grafico de resisténcia por
espacamento. Depois disso, através de software adequado, tragamos a melhor reta que passa
por esses pontos levando em conta o erro de cada medida. Podemos entéo determinar qual é a
resisténcia de contato extrapolando a reta para espacamento zero.

Conclusoes

Até agora obtivemos bons resultados utilizando uma metalizacdo do tipo
Ti/Au/Ge/Ni/Au sobre uma amostra de InGaAs:Si. Temos um resultado de 10* Q.cm?
resultado que pretendemos melhorar através de mudancas nos parametros apresentados.
Também temos resultados com GaAs:S e InAlAs:Si, mas ainda estamos buscando uma
metalizacdo 6tima para esses semicondutores.
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